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【はじめに】 
シリコンナノワイヤトランジスタ(SiNW FET)の
チャネルは連続的な面方位を持つため、界面準位

密度はプレーナ型 FET とは異なることが予想さ
れる。ソースドレインを p+, n+とした特殊な

Silicon-on-Insulator (SOI) FETを用いて、チャージ
ポンピング法により界面準位密度を評価した報

告がなされている[1]。FETの Subthreshold特性か
ら界面準位密度を求める方法も提案されており

[2]、これを用いれば特殊な構造を用いずに SiNW 
FETの界面準位密度の評価が可能である。 
【目的】 
SiNW FETとプレーナ型SOI FETの界面準位密度
を、IdVg特性の Subthreshold slopeから評価し比較
検討を行う。 
【実験方法】 
SOIウエハを用いて SiNW FETとプレーナ型 SOI 
FET を作製した[3]。Si のバンドギャップ中にお
いて広い範囲の界面準位密度を評価するため、測

定温度 43 K から 297K において電気特性を測定
した。デバイスのゲート長は 490 nmであった。 

【結果】 
SiNW nFETとプレーナ型SOI nFETを異なる測定
温度で測定し、(d log Id/ d Vg)-1 を評価した結果を
図 1に示す。プレーナ型 SOI FETと異なり、SiNW 
FET では突起が現れた。これは、Si のバンドギ
ャップ中に局所的に存在する界面準位によると

考える。詳細な分析結果については当日報告する。 
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